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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッターを開けて被写体像を露光することで被写体画像を生成するＣＣＤ型の固体撮
像素子と、
　シャッターを閉じた状態で露光することで前記固体撮像素子から得られた黒画像を前記
被写体画像から減算する暗電流補正と、シャッターを閉じた状態で露光を行わずに前記固
体撮像素子から得られた黒画像を前記被写体像画像から減算する縦線傷補正を含む複数の
補正処理を施すことが可能な補正手段を有し、
　前記補正手段は、前記被写体画像に前記暗電流補正を施す場合には前記被写体画像に前
記縦線傷補正を施さず、前記被写体画像に前記縦線傷補正を施す場合には前記被写体画像
に前記暗電流補正を施さないものであって、
　前記暗電流補正が施された前記被写体像画像を生成した際の前記固体撮像素子の露光時
間は、前記縦線傷補正が施された前記被写体画像を生成した際の前記固体撮像素子の露光
時間よりも長いことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　シャッターを開けて被写体像を露光することで被写体画像を生成するＣＣＤ型の固体撮
像素子と、
　シャッターを閉じた状態で露光することで前記固体撮像素子から得られた黒画像を前記
被写体画像から減算する暗電流補正と、シャッターを閉じた状態で露光を行わずに前記固
体撮像素子から得られた黒画像を前記被写体像画像から減算する縦線傷補正を含む複数の
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補正処理を施すことが可能な補正手段を有し、
　前記補正手段は、前記被写体画像に前記暗電流補正を施す場合には前記被写体画像に前
記縦線傷補正を施さず、前記被写体画像に前記縦線傷補正を施す場合には前記被写体画像
に前記暗電流補正を施さないものであって、
　前記被写体画像に前記暗電流補正を施す場合の前記固体撮像素子の温度は、前記被写体
画像に前記縦線傷補正を施す場合の前記固体撮像素子の温度よりも高いことを特徴とする
撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電荷結合素子（ＣＣＤ：Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等
の固体撮像素子を用いた電子スチルカメラやビデオカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電荷結合素子（ＣＣＤ：Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等の固
体撮像素子を用いた電子スチルカメラやビデオカメラが普及しているが、ＣＣＤには、露
光時間が長くなると暗電流と呼ばれる雑音電流が増加するという欠点があり、これに対し
て従来技術では、露光時間が長い場合に撮影画像から遮光して撮影した暗電流補正画像を
減算処理することで画質劣化を回避するということがなされてきた。例えば特許文献１で
は、暗電流補正画像の露光時間を短縮するために、露光時間に応じて暗電流補正画像に係
数をかけてから減算処理をするという技術が紹介されている。
【特許文献１】特開２００１－０７８０８７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、暗電流補正に加えて画素欠陥による点傷やインターライン型ＣＣＤにおける垂直
転送ＣＣＤ上の点傷による縦線傷の問題を解決する必要性が高まってきている。しかしな
がら、どのような撮影状況でも、一律に暗電流補正画像を用いて減算処理をする従来の方
法では、ランダムノイズが画像にのってしまい、補正するつもりで行った減算処理によっ
て、さらに画像が劣化してしまうという問題が発生していた。よって、上記の従来技術で
は上記の点傷や縦線傷を適切に補正することができなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を解決するために、本発明における撮像装置は、シャッターを開けて被写体
像を露光することで被写体画像を生成するＣＣＤ型の固体撮像素子と、シャッターを閉じ
た状態で露光することで前記固体撮像素子から得られた黒画像を前記被写体画像から減算
する暗電流補正と、シャッターを閉じた状態で露光を行わずに前記固体撮像素子から得ら
れた黒画像を前記被写体像画像から減算する縦線傷補正を含む複数の補正処理を施すこと
が可能な補正手段を有し、前記補正手段は、前記被写体画像に前記暗電流補正を施す場合
には前記被写体画像に前記縦線傷補正を施さず、前記被写体画像に前記縦線傷補正を施す
場合には前記被写体画像に前記暗電流補正を施さないものであって、前記暗電流補正が施
された前記被写体像画像を生成した際の前記固体撮像素子の露光時間は、前記縦線傷補正
が施された前記被写体画像を生成した際の前記固体撮像素子の露光時間よりも長いことを
特徴とするものである。
【０００５】
　また、上記課題を解決するために、本発明における撮像装置は、シャッターを開けて被
写体像を露光することで被写体画像を生成するＣＣＤ型の固体撮像素子と、シャッターを
閉じた状態で露光することで前記固体撮像素子から得られた黒画像を前記被写体画像から
減算する暗電流補正と、シャッターを閉じた状態で露光を行わずに前記固体撮像素子から
得られた黒画像を前記被写体像画像から減算する縦線傷補正を含む複数の補正処理を施す
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ことが可能な補正手段を有し、前記補正手段は、前記被写体画像に前記暗電流補正を施す
場合には前記被写体画像に前記縦線傷補正を施さず、前記被写体画像に前記縦線傷補正を
施す場合には前記被写体画像に前記暗電流補正を施さないものであって、前記被写体画像
に前記暗電流補正を施す場合の前記固体撮像素子の温度は、前記被写体画像に前記縦線傷
補正を施す場合の前記固体撮像素子の温度よりも高いことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　撮像条件（例えば、感度設定・露光時間設定・周辺温度など）に応じて、補正処理を切
り替えて実行するので、撮像時間の短縮と画質劣化の防止を、撮影状況に適応した形で実
現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態を、電子スチルカメラを例にして、図面を参照しながら説明
する。
【０００８】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態の電子スチルカメラを説明するための、概略ブロッ
ク図である。図１において、１００は撮像装置である。
【０００９】
　１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備えるシャッター、１４は光学像を電気信号に変
換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナログ信号出力にゲインをかけてからディジタ
ル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。ゲインはシステム制御回路５０によって制御され
る。
【００１０】
　１７はＡ／Ｄ変換器１６の出力する画像信号を入力して、暗電流補正と点傷補正を施す
画像補正回路（補正手段）であり、１９は傷画素の位置情報を保持しておくメモリ（記憶
手段）である。画像補正回路１７の画像入力としては、Ａ／Ｄ変換器１６の出力に限らず
、メモリ３０からメモリ制御回路２２を介して画像信号を入力するようにしても構わない
。また、傷画素の位置情報は予め工場出荷時にメモリに記憶しておいても、例えば電池交
換時や、電源投入時や所定時間経過ごとに、傷画素の位置情報を検出しメモリに記憶して
おいてもよい。
【００１１】
　図８は、画像補正回路１７を説明するための概略図である。画像データは撮像入力（Ａ
／Ｄ変換器１４から）とメモリ入力（メモリ３０から）から入力される。また傷画素位置
情報をメモリ１９から読み出す。４００は暗電流補正回路である。暗電流補正は画像信号
と暗電流補正画像信号を入力とし、画像信号から暗電流信号を減算することで実現される
。また減算後、セットアップ入力によりオフセット分を加算する。４０２は点傷画素補正
回路である。　点傷補正は傷画素の位置情報をメモリ１９から読み出し、画像入力に対し
て傷画素位置の画素を左右の同色の画素から線形補完して補正する。しかしながら、本発
明においてはこれに限らず、左右の画素だけではなく上下・斜め、すぐ隣の同色画素では
なく離れた画素、線形補間ではなく、多項式による補間や前置補間で補正するように構成
しても良い。
【００１２】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロック信号や制御信号
を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０に
より制御される。
【００１３】
　２０は画像処理回路であり、画像補正回路１７からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
【００１４】
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　また、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行
い、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御手段４０に対して制御
を行う、ＡＥ（自動露出）処理を行っている。
【００１５】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、画像補正回路１７、タイミング発生
回路１８、メモリ１９、画像処理回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メ
モリ３０、圧縮・伸長回路３２を制御する。
【００１６】
　画像補正回路１７のデータが画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いは
Ａ／Ｄ変換器１６のデータが直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或い
はメモリ３０に書き込まれる。
【００１７】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ　ＬＣＤ等から成る画像表
示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／Ａ変換器２６
を介して画像表示部２８により表示される。
【００１８】
　画像表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ファインダー機能
を実現することが可能である。
【００１９】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。
【００２０】
　また、メモリ３０はシステム制御回路５０の作業領域としても使用することが可能であ
る。
【００２１】
　３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮伸長する圧縮・伸
長回路であり、メモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い
、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００２２】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御手段である。
【００２３】
　露光制御手段４０はＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式を用いて制御されており、撮像
した画像データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システム制御回
路５０が露光制御手段４０に対して制御を行う。
【００２４】
　４２は撮像素子１４の温度を検出する温度検出手段である。
【００２５】
　５０は画像処理装置１００全体を制御するシステム制御回路、５２はシステム制御回路
５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。
【００２６】
　５４はシステム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用
いて動作状態やメッセージ等を表示する液晶表示装置、スピーカー等の表示部であり、画
像処理装置１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置され、例えば
ＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。
【００２７】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００２８】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部である。
【００２９】
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　９０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインターフェース、９２はメモ
リカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。
【００３０】
　インターフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラ
ッシュ（登録商標））カード等の規格に準拠したものを用いて構成して構わない。
【００３１】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。
記録媒体２００は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、画像処
理装置１００とのインターフェース２０４、画像処理装置１００と接続を行うコネクタ２
０６を備えている。
【００３２】
　次に、画像補正の種類について説明する。
【００３３】
　点傷補正は、図８の点傷補正回路４０２により常に補正するべき点傷画素（欠陥画素と
もいう。）を補正する。点傷画素位置情報はメモリ１９の常に補正するべき点傷画素位置
情報が記憶されている領域から読み出して、図８の画像補正回路の傷画素位置情報入力か
ら入力する。画像入力はデータセレクタ４０４により暗電流補正時もしくは縦線傷補正時
は暗電流補正回路から、それ以外のときはデータセレクタ４０８から入力する。データセ
レクタ４０８は撮像入力でもメモリ入力でも選択することができる。
【００３４】
　長秒点傷補正は、図８の点傷補正回路４０２により長秒時もしくは高温時もしくは高感
度時に補正するべき点傷画素（欠陥画素）を補正する。点傷画素位置情報はメモリ１９の
長秒時もしくは高温時もしくは高感度時に補正するべき点傷画素位置情報が記憶されてい
る領域から読み出して、図８の画像補正回路の傷画素位置情報入力から入力する。画像入
力はデータセレクタ４０４により暗電流補正時もしくは縦線傷補正時は暗電流補正回路か
ら、それ以外のときはデータセレクタ４０８から入力する。データセレクタ４０８は撮像
入力でもメモリ入力でも選択することができる。
【００３５】
　よって、点傷補正で画像信号を補正する場合の、補正する画素の数と、点傷補正と長秒
点傷補正の組み合わせで画像信号を補正する場合の、補正する画素の数とでは、点傷補正
で画像信号を補正する場合の方が少ない。
【００３６】
　暗電流補正は長秒時・高温時・高感度時に増大する暗電流ノイズについて、図８の暗電
流補正回路４００により画像信号から暗電流信号を減算して補正する。また減算後はセッ
トアップ入力によりオフセット分を加算する。先に暗電流信号を撮像素子から読み出す場
合はデータセレクタ４０６はメモリ入力を選択してメモリ上の暗電流信号を入力し、デー
タセレクタ４０８は撮像入力を選択して撮像素子から読み出し中の画像信号を入力する。
また先に画像信号を撮像素子から読み出す場合はデータセレクタ４０６は撮像入力を選択
して撮像素子から読み出し中の暗電流信号を入力し、データセレクタ４０８はメモリ入力
を選択してメモリ上の画像信号を入力する。本実施の形態においては画像信号と暗電流信
号を両方ともメモリから読み出すような構成にはなっていないが、本発明における撮像装
置においてはそのように構成しても構わない。
【００３７】
　縦線傷について、図２を使って説明する。
【００３８】
　図２（ａ）はインターライン型ＣＣＤの概略図、図２（ｂ）は読み出した画像である。
３００は光を電気信号に変換するフォトダイオードである。３０２は垂直転送ＣＣＤ、３
０４は水平転送ＣＣＤ、３０６は水平転送ＣＣＤ３０４の出力を増幅するアンプである。
【００３９】
　縦線傷は、垂直転送ＣＣＤに図２（ａ）の「×」で示されるような白傷がある場合、電
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流源となって通過する画素信号にオフセットを加算するために縦方向に白傷となって現れ
る。直接影響を受けるのは傷のある位置から後方のラインであるが、画像信号は通常、読
み出し前に垂直転送ＣＣＤの吐き出しを行うため、傷のある位置から前方のラインにも微
小な影響を与える。そのため読み出した画像信号は、図２（ｂ）に示すように傷の後方の
ラインは大きな影響を受け、傷の前方のラインは微小な影響を受ける（白線の太さは傷の
程度を示す）。
【００４０】
　縦線傷補正は、露光時間無しの黒画像信号を読み出して、それを図８の暗電流補正回路
４００により画像信号から減算する。また減算後はセットアップ入力によりオフセット分
を加算する。先に暗電流信号を撮像素子から読み出す場合はデータセレクタ４０６はメモ
リ入力を選択してメモリ上の暗電流信号を入力し、データセレクタ４０８は撮像入力を選
択して撮像素子から読み出し中の画像信号を入力する。また、先に画像信号を撮像素子か
ら読み出す場合は、データセレクタ４０６は撮像入力を選択して撮像素子から読み出し中
の暗電流信号を入力し、データセレクタ４０８はメモリ入力を選択してメモリ上の画像信
号を入力する。本実施の形態においては画像信号と暗電流信号を両方ともメモリから読み
出すような構成にはなっていないが、本発明における撮像装置においてはそのように構成
しても構わない。
【００４１】
　各種傷補正のシーケンスについて、図３のタイミングチャートを使って説明する。図中
、ＶＤは垂直タイミングパルス、ＨＤは水平タイミングパルス、Ｖｎは垂直転送パルスで
ある。図３は３フィールド読み出しのＣＣＤについて説明しているが、本発明の撮像装置
においてはこれに限らずプログレッシブ読み出し方式やその他のフィールド数のインター
レース読み出し方式のＣＣＤでも構わない。また、図３においては黒画像読み出しが画像
読み出しの後になされているが、本発明の撮像装置はこれに限らず黒画像読み出しを先に
行っても構わない。また、図３においては画像信号読み出しと同時に減算処理を行ってい
るが、本発明の撮像装置はこれに限らず画像信号と黒画像信号をメモリに記憶してから減
算処理を行っても良い。
【００４２】
　図３（ａ）は暗電流補正について説明したタイミングチャートである。所定の露光時間
を経てシャッターを閉じた後３フィールドに渡って画像信号がＣＣＤから読み出され、シ
ャッターを閉じた状態で黒画像信号が露光されて３フィールドに渡ってＣＣＤから黒画像
信号が読み出される。各フィールドの読み出しの最初には垂直転送吐き出しパルスによっ
て、垂直転送ＣＣＤの吐き出し処理が行われる。減算処理については、黒画像がＣＣＤか
ら読み出されるのにあわせて、直前にメモリに記憶された画像信号をメモリから１フィー
ルドずつ読み出し、画像信号から黒画像信号を減算処理する。しかしながら、本発明の撮
像装置においてはこれに限らず、いったん黒画像信号もメモリに書き出した後に、画像信
号と黒画像信号をメモリから読み出して減算処理を施すようにしても構わない。また、点
傷補正・長秒点傷補正については、上記処理の後、減算処理された画像信号に対して行わ
れる。
【００４３】
　図３（ｂ）は縦線傷補正について説明したタイミングチャートである。図３（ａ）に対
して黒画像信号の露光時間が省略される。また、点傷補正・長秒点傷補正については、上
記処理の後、減算処理された画像信号に対して行われる。
【００４４】
　図３（ｃ）は点傷補正・長秒点傷補正のみの場合について説明したタイミングチャート
である。図３（ｂ）に対して黒画像信号読み出し・減算処理が省略される。また、点傷補
正・長秒点傷補正については、上記処理の後、行われる。
【００４５】
　図４は、補正手段を決定するテーブルである。Ｅは撮影時の感度、Ｔは撮影時の撮像素
子温度、Ｓは撮影時の露光時間である。Ｅ０～Ｅ３は感度で、本実施の形態においてはこ
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の４段階に分かれているものとする（本発明においては感度の分割数はこれに限らない）
。ＴａＮ、ＴｂＮ、ＴｃＮ（Ｎ＝０～３）は撮像素子の温度のしきい値である。添え字の
Ｎはそれぞれ感度の添え字に対応している。例えば、感度がＥ０の時、対応する温度しき
い値はＴａ０、Ｔｂ０、Ｔｃ０である。本実施の形態においてはＴａ０＜Ｔｂ０、Ｔａ１
＜Ｔｂ１、Ｔａ２＜Ｔｂ２、Ｔａ３＜Ｔｂ３、としている。Ｓ０、Ｓ１は露光時間のしき
い値である。
【００４６】
　例えば、撮影時の感度、撮像素子温度、露光時間がそれぞれ、Ｅ＝Ｅ１、Ｔｂ１＜Ｔ≦
Ｔｃ１、Ｓ≦Ｓ０であれば、点傷補正および長秒点傷補正および縦線傷補正を実施する（
３）の組み合わせが選択される。
【００４７】
　このように、露光時間と撮像素子温度と感度の条件により、以下５つの組み合わせから
補正手段を選択する。
（１）点傷補正
（２）点傷補正と縦線傷補正
（３）点傷補正と縦線傷補正と長秒傷補正
（４）点傷補正と暗電流補正と長秒傷補正
（５）点傷補正と長秒点傷補正
　本発明の撮像装置の制御シーケンスについて、図５のフローチャートを使って説明する
。
【００４８】
　撮像素子の温度測定手段４２によって温度Ｔを検出し、操作部７０でユーザから指定さ
れた感度Ｅ、露光時間Ｓを取得する（Ｓ２）。そのようにして取得された温度Ｔ、感度Ｅ
、露光時間Ｓを図４のテーブルに当てはめて、補正するべき項目を選択し、撮像装置１０
０の必要な回路に設定する（Ｓ４）。操作部７０でユーザからレリーズボタンを押された
ら、所定の露光時間Ｓでシャッター１２を閉じ撮像素子１４から信号を読み出し、テーブ
ルで選択された所定の補正を施す（Ｓ６）。
【００４９】
　本実施の形態では、縦線傷補正と暗電流補正の両方を行う組み合わせは存在しないが、
これは、暗電流補正を行うと縦線傷も同時に補正されるためである。縦線傷補正と暗電流
補正の両方を行うと、縦線傷を補正するための黒画像信号を本撮像した画像信号から２回
減算処理したことになり、画質劣化が起こってしまう。
【００５０】
　なお、図４および上記の本実施の形態によれば、点傷補正だけ、もしくは点傷補正と長
秒点傷補正だけを行う補正の組み合わせが記載されているが、点傷補正だけ、もしくは点
傷補正と長秒点傷補正だけを行う補正の組み合わせに、縦線傷補正を追加して、
（１）点傷補正と縦線傷補正
（２）点傷補正と縦線傷補正
（３）点傷補正と縦線傷補正と長秒傷補正
（４）点傷補正と暗電流補正と長秒傷補正
（５）点傷補正と長秒点傷補正と縦線傷補正
という組み合わせにしても構わない。
【００５１】
　本実施の形態によれば、撮像素子の露光時間もしくは温度もしくは感度に応じて、黒画
像露光の露光時間を切り替えることで暗電流補正と縦線傷補正を切り替えることができる
ので、縦線傷補正が的確に実現できる。また、あらかじめ工場出荷時に記憶されたテーブ
ル（図４）を参照することで、補正手段を決めることができるので、高速に補正手段を決
定することができる。
【００５２】
　（第２の実施の形態）
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　本発明における第２の実施の形態について、説明する。本実施の形態における電子スチ
ルカメラの構成は、第１の実施の形態における電子スチルカメラと同じである。
【００５３】
　本実施の形態における補正手段を決定するフローチャートを、図６を用いて説明する。
【００５４】
　Ｎ＝０～３とし、取得した感度Ｅに適合する感度Ｅ０～Ｅ３を確定させる。本実施の形
態においては感度を４つに分割したが、本発明においてはこれに限らずいくつに分割して
も構わない。Ｓ１２でＮ＝０とし、Ｓ１４で適合する感度を判定し、適合せずＮ＜４であ
ればＮを１つインクリメントして再びＳ１４で判定する。結果、適合するＮが存在しない
場合、デフォルトのＮとする（Ｓ２０）。本実施の形態においてはデフォルトのＮを３と
したが、本発明においてはこれに限らず、任意の値に選んでよい。
【００５５】
　Ｔ≦ＴａＮであればＳ２２においてＳ２４、Ｓ２８に進み、露光時間Ｓに適合するＳ２
６、Ｓ３０、Ｓ３２の補正手段を決定し、終了する（Ｓ４０）。
【００５６】
　ＴａＮ＜ＴであればＳ２２においてＳ３４に進む。
【００５７】
　ＴａＮ＜Ｔ≦Ｔｂであれば、Ｓ３４においてＳ４６、Ｓ５０に進み、露光時間Ｓに適合
するＳ４８、Ｓ４４、Ｓ３８の補正手段を決定し、終了する（Ｓ４０）。
【００５８】
　ＴｂＮ＜ＴであればＳ３４においてＳ３６に進む。
【００５９】
　ＴｂＮ＜Ｔ≦Ｔｃであれば、Ｓ３６においてＳ４２に進み、露光時間Ｓに適合するＳ４
４、Ｓ３８の補正手段を決定し、終了する（Ｓ４０）。
【００６０】
　ＴｃＮ＜ＴであればＳ３６においてＳ３８に進み、補正手段を決定し、終了する（Ｓ４
０）。
【００６１】
　図６のフローチャートでは、Ｔａ０＜Ｔｂ０、Ｔａ１＜Ｔｂ１、Ｔａ２＜Ｔｂ２、Ｔａ
３＜Ｔｂ３、としているが、本発明においてはこれに限らず、Ｔｂ０＜Ｔａ０、Ｔｂ１＜
Ｔａ１、Ｔｂ２＜Ｔａ２、Ｔｂ３＜Ｔａ３としても構わない。
【００６２】
　また、図６のフローチャートでは、感度、温度、露光時間の順で条件判定を行っている
が、本発明においてはこれに限らず、感度、温度、露光時間をどのような順番で条件判定
しても構わない。
【００６３】
　本発明の撮像装置の制御シーケンスについて、図５のフローチャートを使って説明する
。
【００６４】
　撮像素子の温度測定手段４２によって温度Ｔを検出し、操作部７０でユーザから指定さ
れた感度Ｅ・露光時間Ｓを取得する（Ｓ２）。そのようにして取得された温度Ｔ・感度Ｅ
・露光時間Ｓと図６のフローチャートにより、補正するべき項目を選択し、撮像装置１０
０の必要な回路に設定する（Ｓ４）。操作部７０でユーザからレリーズボタンを押された
ら、所定の露光時間Ｓでシャッター１２を閉じ撮像素子１４から信号を読み出し、フロー
チャートで決定された所定の補正を施す（Ｓ６）。
【００６５】
　本実施の形態によれば、テーブル（例えば、図４）を記憶する必要が無いので、ＥＥＰ
ＲＯＭなどで構成される不揮発性メモリの容量を抑えることができる。また、温度および
感度および露光時間によって縦線傷補正と暗電流補正の制御をするので、適正に補正処理
を施すことができる。
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【００６６】
　（第３の実施の形態）
　本発明における第３の実施の形態について、説明する。本実施の形態における電子スチ
ルカメラの構成は、第１の実施の形態における電子スチルカメラと同じである。また、補
正手段を決定する手段は、第１の実施の形態および第２の実施の形態と同じである。
【００６７】
　本実施の形態における縦線傷補正を、図７のタイミングチャートを用いて説明する。図
中、ＶＤは垂直タイミングパルス、ＨＤは水平タイミングパルス、Ｖｎは垂直転送パルス
である。図７は３フィールド読み出しのＣＣＤについて説明されているが、本発明の撮像
装置においてはこれに限らずその他のフィールド数のインターレース読み出し方式のＣＣ
Ｄでも構わない。また、図７においては黒画像読み出しが画像読み出しの前になされてい
るが、本発明の撮像装置においてはこれに限らず黒画像読み出しを後に行っても構わない
。また、図７においては画像信号読み出しと同時に減算処理を行っているが、本発明の撮
像装置においてはこれに限らず画像信号と黒画像信号をメモリに記憶してから減算処理を
行っても良い。
【００６８】
　各フィールドの読み出し前には垂直転送ＣＣＤの吐き出しを毎回行う。
【００６９】
　本露光後、最初に所望のフィールドの黒画像を読み出す。この際、フォトダイオードか
ら垂直転送ＣＣＤへの読み出しは行わない。
【００７０】
　以後、続けて、各フィールドの本画像を読み出す。この際、直前で読み出した所望のフ
ィールドの黒画像を減算する。
【００７１】
　本実施の形態によれば、複数フィールドの画像信号を読み出す際にあらかじめ１フィー
ルドだけ読み出している黒画像信号の減算ができるため、処理時間を短縮することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置を説明するための図である。
【図２】縦線傷補正を説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における撮像シーケンスを説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における補正手段判定テーブルを説明するための図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるシステム制御回路５０の動作を説明するため
のフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態におけるシステム制御回路５０の補正手段判定動作を
説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施の形態における撮像シーケンスを説明するための図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における図１の画像補正回路１７を説明するための図
である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　撮影レンズ
　１２　シャッター
　１４　撮像素子
　１６　Ａ／Ｄ変換器
　１７　画素補正回路
　１８　タイミング発生回路
　１９　メモリ
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　２０　画像処理回路
　２２　メモリ制御回路
　２４　画像表示メモリ
　２６　Ｄ／Ａ変換器
　２８　画像表示部
　３０　メモリ
　３２　画像圧縮・伸長回路
　４０　露光制御手段
　４２　温度検出手段
　５０　システム制御回路
　５２　メモリ
　５４　表示部
　５６　不揮発性メモリ
　７０　操作部
　９０　インタフェース
　９２　コネクタ
　１００　撮像装置
　２００　記録媒体
　２０２　記録部
　２０４　インタフェース
　２０６　コネクタ
　３００　フォトダイオード
　３０２　垂直転送ＣＣＤ
　３０４　水平転送ＣＣＤ
　３０６　アンプ
　４００　暗電流補正回路
　４０２　点画素補正回路
　４０４～４０６　データセレクタ
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